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"Procedimiento pars el recubrimiecnto electrostatico

de material aislante y plano".
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SOCIETE ANONYME DE MACHINES ELECTROSTATIQUES, entidad
francesa, residente en 17, Rue Duphot, Paris ler, Fran

cia.
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Lia presente solicitud se refiere
a perfeccionamientos en el recubrimiento electrosta-
tico de material eléctricamente aislante y plano gue
presente dos superficies de delimitacidn contiguas -

entre sf, tales como el papel en pliego o cualquier

[



324003 4k

otro material no conductor, del género en que s€ apli

ce un procedimiento de proyeceidn electrostatica so-=
bre ambas carss del citado material. h
Bl objeto del invento es recubrir
5. simultaneamente las dos caras de un material aislan-
te por proyeccién electrostatica de un producto schbre
lags mismas. ‘
Cuando se efectila una precipitacion
electrostitica sobre un materigl considerado como =~
10. conductor, las cargass llevadas por la precipitacidn
a la superficie del mgterial pueden deslizarse en es
ta superficie (o en el grueso de lg mismg) en direc-
cidn a uno de los polos del generador, estando el -
otro polo conectado al drgano que creg el campo de -
15, precipitacion., El potencial de la superficie que re
cibe la precipitacion permanéée en tal caso cercano
al fijado por.el polo del generador al cual va coneg
tado. |
Se consideran como aislantes los
20, materigles en los cuales, o en cuya superficie, las
cargas llevadas por la precipitacion electrostitica
no.pueden deslizarse con lg suficiente ragpidez como
para que el potencial de dicha superficie permanezca
constante; este potencigl de material, en el curso -
25, del recubrimiento, tiende hacia el del otro drgano -
que orea el campo de precipitacidn, y la velocided de
dsta disminuye e incluso termina por anulerse, En -
cisrtos cascs, este fendmeno puede presentar desven-—
tajes: 8i, de partida, el campo de precipitacidn no

30, es uniforme, la velocidad de precipitacion disminui-
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r4 més répidamente en las Dartes privilegiadas (es de
cir, las que son mas recublertas) y el depééito tende
rs a uniformarse poco a poco. En otros casos, en qu
lp resistividad de superficie no es homogenea (la ma
dera por ejemplo), el 1imite de depdsito no sera el
mismo en toda lg superficie ¥ reproduciré las varia-
ciones de resistividad. Por tanto, si lg precipite-~
cion de las particulas deseadas va.aeompaﬁada de 10~
nes axmosféricos indesegbles, estos ﬁltimos, mucho -~
més méviles que las particulas, saturaran la superfi
cie zislante antes de lg llegada de las primeras par
t{culas, no produciéndose ningun depdsito.

| Parg paliasr estos inconvenientes,
un procedimiento anterior, que se refiere g la pintu
ra de la parte exterior de objetos huecos, tales co-
mo frascos de mgbteriagl no conductor, consiste en in-~
troducir en el interior del objeto un electirodo que -
efluye bajo la accidn del campo producido por la acu
mulgeion de las carges al exterior. Determinadss -
cargas cubre en tgl cago el interior del objeto hue-
co compensgndo lg reduccion de campo exterior y per-
mitiéndo as{ el depdsito de revestimiento exterior -
de grueso suficiente.

Se ha propuesto también otro pro-
cedimiento en el cual se anulg la cargs depositada en
la superficie por la precipitacidn electrostatica y
ée la cambig de signo por aportaoién de otra carga de
signo opuestocon ayuda‘de un dispositivo de ioniza-
olon.

’ .
Mas recientemente se hg pensagdo -
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en redueir lg resistencis de superficie por recubri-

miento de ésta con ayuds de ung pelicula cdnductora,
o tembién en reducir la resistividad del materigl pow
elevacidn de la tempersgturs.

Se ha pensado también en aplicar
un contrg-electrodo conductor sobre la superficie =
opuesta a la precipitacién, glendo este contra-elec-~
trodo de wn potencisl fijo que eumenta esf la capasi
dad del coﬁdensador cuyo depdsito forma segundo eles
trodo, lo gue gumenta en la micnms proporcidon el depé
sito méximo, ‘

Todos estos procedimientos preci-
san uns instalacion particular para el tratamiento -
del objeto. Representan un suplemento costoso para
el tratemiento en serie del mismo., Ademas, la pro-
yeceidn no se.efectila mas que por medio de un solo -
electrodo y sobre ung sola cars del objeto.

El procedimiento segun el invento
permité recubrir simultdneamente las Gos caras de uni
material aislante por pulverizacion electrostatica -
sobre lag mismas.

Graclas a las proyeccliones de sig
nos opuestos, el poténcial del objeto permanece con~
trolado y puede seguirse la precipitacién hasta que
se obtenga el espesor deseado.

En el caso en que el objeto a re-
cubrir, = humectar o a tratar de formg cualquiera por
via electrostética, se fabrica en el mismo lugar en
que debe efectuarse el tratamiento electrostatico, -

éste puede intervenir al final o en el curso de lg -
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cadeng de fabricacion, sin que sez necesario aporvar

sensibles modificaciones en lg misma,

Por otra parte, la proyeccidn del
producto de recubrimiento se efectila desde ambos la-
dos del magterial, cargando dicho producto con una -
canga.positiva por un lado y negativa por el otro.
Se produce de tal forma una mejor penetracion en cl.
materigl aislante, por atraccidn de las particulas -
que tienden a anularse. Por las mismas razones, las
cargan se giragen incluso fuerg del campo de pulveri-
zacidn ¥y, en el caso de cargss residugles, éstas se
destruyen eﬁ el arrollamiento del material que sitla
el potencial de éste en el potencisl de la masa.

Las caracteristicas y ventajas del
invento se evidenciaran por lg desoripcién que sigue,
& titulo de ejemplo, con referencia a los planos ang
X088, en los cugles:

- la figura 1 es el esguema Segun
el principio de acuerdo -con el invento.

-~ la figura 2 representa el esque
ma de un dispositivo de recubrimicnto por precipita-
cién electrostética segin el principio de la figurs
1,

Con referencig g los planos ane-
xo0s, el dispositivo de recubrimiento de material ais
lante comprende un tambor de gufa 1 de largo suficien
te para recibir el material aislante, y un tambor gl
macenador 2 colocado a una distancia razongble del -
tambor 1, para el arrollemiento del materlal. Estos

dos tambores son parelelos entre s{ y glran libremeg}
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te alrededor de su eje en el sentido de paso del ma-~

terial a tratar.

Entre el tambor de gufa 1y el -
tambor almacenador 2 se hallan colocadas dos hileras
de toberss 4 y 5 en oposicidn y a uno y otro lado -~
del material aislante a tratar, de tal forms que ca-
da tobera-se encuentre enfrente de lg hilera opueste
¥y o ung distancia lgual de la fobers prixima.

Cada toberg terming en orificics
de proyeccion 6 colocados enfrente del pliego de ma~
terial alslante, Bstos orificios de proyeccién son
los extremos de un conducto conectado a la fuente del
producto de recubrimiento por uns tuber{a de conduc-
cidn 10,

Las dos hileras de tobergs de pro
yeceidn 4 y 5.van conectadas a los bormes de signos
opuestos de dos generadores idénticos 7 y 8. Ios -~
otros dos bornes estsm conectados a los bornes de un
microemperimetro 9 de cero central conectado a la ma
Sa.

El funcionamiento del dispositi-
vo de recubrimiento electrostatico de material ais-
lante, de acuerdo con el invento, es el siguiente:

El pliego de maberial aislante pa
sg por el tambor de guls 1 y se dirige hacia el tam-
bor almacenador 2. Antes de arrollarse en este Ulti
mo, el materisl aislante es pulverizado a uno y otro
lado por chorros de producto de recubrimiento que sg
len de los orificios 6 de las hilerags de toberas de

proyeecién 4 y 5. FEstgs toberas son préotioamente de
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la misma potencia,'pero de signo opuesto, ¥y proyed~
tan en direccidn del material un producto de recu-
brimiento introducido por lsa tuber{ia de conduceidn 10.
E1l producto de recubrimiento es asi cargado electros
tdticamente y posee lg polaridad de la tobera por la
cugl es pulverizado. De este modo, cada particuls --
de una hilera de toberss atrae, segﬁn el principio -
fundamental de la electrostatica, una perticula de -
signo contrario pulverizads por la hilerag de toberas
opuesta. Las particulas se atraen pues entre si y -
penetran ampliasmente en el espesor del mabterial ais-
lante para tratar de anularse.

Por otra parte, la presencia de -
dos capes de partfculss electrizadas, sensiblemente
en numero igual pero'de poleridades opuestas, hace -
que el potencial medio del material aislante perma -
nezog cercano al de la masa, de modo que los campos
de precipitacion establecidos a uno y otro lado del
material g recubrir no se ven sensiblemente pertur-
bados por la presencia de estas particulas electriza
das.

Es de hacer observar gue, cuando
las gotas han gbandonado el campo de precipitacion,
dstas continuan siendo gtraldes y vienen a depositar
ge igualmente sobre el magterial aizlante en lugar de
ir a perderse.

Adengs, los cargas residuales que
puedan existir en el momento del arrollamiento en el
tambor almacenador 2 se gnulan en éste en el curso -

de la puesta en contacto de una de las dos caras del
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mgterigl con lg otra.
Bl invento no se limitag a la for—
ma de realizacion descrita y abarca numerosas varian
tes, . |
5. ' El dispositivo puede aplicarse a
cualquier mgterigl aislante, ya sea pepel, ya cuaiguier
otro materigl no conductor de electricidad que se dg
see recubrir de cuglquier materia 1iquida o} sélida,
o bien que se desee lmpregnar.

10. . Bl aispositivo de pulverizscion -
puede ser un dispositivo puramente electrostético, -
neumético o centrifugo, o bien una combinacidn de es
tos medios,

El enlace eléctrico de las toberss

15. de proyeccién puede hacerse tanto por un generador -
Unico como por una plurelided de generadores.

N 0T A
Descrita suficientemente la natu-
ralezg del invento, asi como la manera de realizarlo

0. en la practica, debe hecerse constar que las disposi
ciones anteriormente indicades son susceptibles de -
modificaciones de detalle en cuanto no glteren su -
principio fundamental. También se hace constar que
el invento corresponde g uns solicitud de patente =

25. presentads en Fran01a con fecha 9 de marzo de 1.965,
bajo el numero PV 4 777 (Isére), acogiéndose por tan
to a los beneficios que conceden los Convenios Inter
nacionales en vigor,.siendo lo que constituye la =~
esencia del referido invento y por lo que se solicita

30. Patente de Invencion por 20 afios en Espafia sobre: -
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WPROCEDIMIENTO PARA EL RECUBRIMIENTO ELECTROSTATICO
DE MATERIAL AISLANTE Y PLANO"; caracterizandose por
lo siguiente:;

1l8,- Procedimiento para el recu~
brimiento electrostatico de material aislaute y pla-
no, que presenta Gos carss de delimitacion contiguas
entre s{, tales como el papel en pliego o cualquier
otro material no conductor, del género en el que se
pone en practica un procedimiento de proyecoién elee
trostatica sobre ambas caras de dicho material, carag
terizado porque: lgs proyecciones del producto de re
cubrimiento se efectian simultaneamente sobre las -
dos caras del objeto, y la proyeccidn sobre una cara
es eléctricamente de signo opuesto a la efectuada S0
bre 1lg otra, siendo los caudgles de cargas eléctricas
al menos gproximadamente iguales y de signos opuestos
sobre una y oltra de las caras del objeto.

28,- Procedimiento, segun la rei-
vindicacidn 1, caracterizado porque, a uno y otro la
do del objeto a recubrir, se dispone al menos una t9
berg de proyeccién electrostatica, que poseen aproxi
mgdamente el mismo caudgl.

38,- Procedimiento segin las rei-
vindicaciones 1 y 2, caracterizado porque después del
tratamiento, el objeto en forma de banda se enrolla
en un ‘bambor almacenador, de maneras que ung cara car
gada de ung polaridad se ponga en contacto con la -
otrg cara cargada de la polaridad opuesta.

48,- Procedimiento segin las rei-

vindicaciones 1 y 2, caracterizado porque las toberas



se azlimentan eléctricamente por un solo genéréé&r 0
por una pluralidad de generadores que producen en sg
rie, con regulacién de la tension equilibrada entre
las dos series de tobgrag.
5. 58,~ Procedimiento para el recu-
‘ brimiento electrostatico de materisl aislante y pla~
no; tal y como queda sustanciglmente descrito en la

presente Memordia y en los adjuntos dibujos.

10.
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